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キャリア発生のための活性化エネルギーは，低温側で約0.002eV (約92K以上では0. 0l8eV) と大変小
さく， しかもキャリアは試料体積全体にわたって生成される。
















捕獲電子，正孔を，温度を上昇することによって解放するときの熱刺激電流 (T S C) を 45--350 Kの
温度範囲で測定し，従来の方法より精度よく TSCのピークを観測すると共に，表面の影響が分離で
きることを示している。その結果，低温での測定精度や分解能が特に向上し，浅い複雑なトラップ準
位の分析が可能になった。この結果と計算機を用いて禁止帯中に分布したトラップ深さを決定する手
法を導いている。
以上述べたように，本論文は有機半導体中のトラップの解析に有力な新手法を開発して，電気物性
工学上重要な基礎知見を与えると共に電気材料工学の分野にもその応用が期待され，貢献する所が大
きしミ。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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